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{54) Tlt'le: ARRANGEMENT FOR REDUCING THE PIEZOELECTRIC EFFECTS IN AT LEAST ONE ELECTRICAL COM-
PONENT WHICH IS SENSTTTVE TO PIEZOELECTRIC EFFBCTS AND ARRANGED IN AN ACTIVE LAYER OF SEMICON-
DUCTOR MATERIAL

{54) Bezelthnung: ANORDNUNG ZUR VERMINDERUNG VON PIEZOEFFEKTEN IN MINDESTENS EINEM IN EINER
AKTIVEN HALBLEITERMATERIALSCHICHT ANGEORDNETEN PIEZOEFPHKT-EMPFINDLICHEN, ELEKTRISCHEN
BAUELEMENT
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{57) Abstraet: The inventian relates o a chip device (1) comprising an active layer of semiconductor material (2) which is divided

G into 8 first area (Ja) having an clectrical component (3) which is sensitive to piesnelectric effects, and » second area (3b) with a plo-

_?_ rality of contacts (6) used for electrical contscting. The invention aims 1o reduce the plezoelectric sffects in the electrical component

) (3) which is sensitive to said effects. In arder-to achieve this, the active layer of semiconductor material (2) is connected to a substrate

& (5) exclusively in the area (2b) of the contacts (6) by means of an electrical contact material, said coannection being mechanicat and

o electrica) and/or thermal. The (2a) containing the electrical component (3} which Is sensitive to plezoelectric effects is disposed
at a disiance from the scbstrate (5) and is free from the electrical contact material.
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ES, F1, FR, GB, GR, IE, [T, LU, MC, NL, PT, SE, TR),

Zur Erkldrung der Zweibuchsiaben-Codes und der anderen

OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, C1, CM, GA, GN, GQ, GW,  Abkiirzungen wird ayf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
ML, MR, NL, SN, TD, TG). Codex and Abhreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe
der PCT-Gozetic verwiesen.
VerdfTentlicht: .
—  mit intermationalem Recherchenbericht

{57) Zusammenlassung: Boi ciner Chip-Anorinung (1), umlussend eine aklive Halbleitermateriaischicht (2), die aufgeteih ist in
einen ersten Bereich (2a) mit einem piezoeffekt-empfindlichen, elekirischen Bavelement (3) und einen Zweiten Bereich (2b) mit
einer Anzsh] Kontakten {6) fUr eine elekirische Kontakticrung, wird im Hinblick auf die Verminderung von Picxoeffekien in diesem
piezoeffelr-empfindlichen, elektrischen Bancloment (3) die aktive Halbleilermaterialschicht (2) ausschliesslich im Bereich (2b) der
Kontakie (6) mittels einem elekirischen Kontakimaterial avf cinem Subsirmi (5) sowoh] mechanisch als auch elektrisch nnd/oder

thermisch verbunden, wobei der Bereich (2a) mit dem piezoclfeki-emplindlichen, elektrischen Bauelement (3) von dem Substrat (5)
beabstandet ist und 2adem frei bleibt von diesem elcktrischen Kontakimuterial.
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Disposicidn para la reduccién del/efectos pig ; éléctricos en

al menos un componente eléctrico, sensible a4 fectos pilezo-
eléctricos, dispuesto en una capa activa de material
semiconductor.

El invento debe ser asignado al &mbito de la
() écnica de medida y en especial al ambito de la técnica de
ntadores. S8e refiere a una disposicidén para la reduccidén de

fectos pi léctricos en al menos un componente eléctrico,
aensible fectos piezoaléctricos, diaepuesto en una capa
10 activa

Estado de la técnica
Los pardmetros de la mayoria de los componentes
eléctricos integrados en una capa activa de material semicon-

ductor dagenden de las tensiones mecdnicas an’ este mhaterial
15 semiconductor. Este dmeno se ‘conoce como efectv plezoeléc-

las resistencias :i.ntggradas en al

material semiconducter’y es especialmante manifiesto en el
casq de los alementos Hall.

La sensibilidad mecdnica de las propledades da

semicondyctor tieng,gran importancia, en especial en relacidn

25 materiales utilizados a la temperatura, la humedad y el
envejecimiento, se producen tensiones mecdnicas en el
material semiconductor empagquetadc. Estas tensiones mecénicas
pueden dar lugar a problemas inaceptables de la estabilidad
a largo plazo.

30 En ‘la clase de _ difundida y nés
barata se rodea el materjal” semiconductor con un material
plastico. J#8 mayor parte-de las tensiones mecdnicas en este

@ . debe atribuir a las modificaciones del

igtico de la envoltura. La estabilidad de los

elementos Hall)integrados en material de silicio es

™

mdtica, incluso cuando se utilizan los conocidds "Low-Stress-~

\
20 transmisién de los circuitos integrados en el material 01 <(?
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Para la utilizacién en contadores de
d no se presta ninguno de los tipos conocidos de
carcasa de material plastico.

as tensiones mecdnicas son menores en la clase de
ackaging”) mids cara, conocida como clase hermética, ya que
L ncapsulado directo en un material plistico. 846lo
quedan las tensiones que se producen entre el chip semicon-
perficie de asiente (material soporte) del :
in embargo, estas tensiones tampoco son '
sa exige una estabilidad grande. Para

g

e v T Thmr 7

10

\
cién descrita en el documentg EF §2 274 Bl. En él, el ‘;I

zatr‘“‘

una separacidén con relacién al material soporte. 8in embargo,
en el documento mencionado no se describe el contactado
eléctrico, respectivamente el cabda:

20 ductor con las conexiones dal ﬂ ero gque tiene gque
producirse 1lnevitablemente, FpTene con ello una
fijacién adicional del material semiconductor. En la ejecu-
cidén real fija el material semiconductor doblemante, por y
un lado@ material de unién, que debe sexr aplicado sélo

25\ localmen\te/ 1 m;tar;al soporte y, por otro,
@ respaetivs : cableado eléctrico

5 ag€ 46 4 . barata Yy uj:ilizada }-ad
vez mis, en la que se puedu v apsulado directo co
30 mate i a8 el conocido@ Leval Chip Siz
ens:.ones mecénicas se producen en

naterial semicon-

<y teE
[
L DT T

: @ principalmente en los contactoé
eléctricos entre ematefial semiconductor y.ka_n],_ﬁ impresa
en la que estd montada la carcasa. / .
35 ' Exposicitn del invento ;
Por ello, el objeto del invento es crear una s
i&'.
:
%.
L}
T e e e T T S R D . RV T
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disposicién de chip barata, que se pueda fabricar c n
“facilidad, qus elimine la influencia negativa del efecto

‘g_iﬁgg_lﬁn:tzja,co, debido al montaje, en especial_su efecto
ﬁegat:i.vo en la exactitud y en la estabilida de

S un circuito electrénico de precisién formado p onentes
@coﬁductores. La disposicié?segﬁn el :|.nvento/ deb%l arar
ampliamente los componentes eléctricos sensibles &@\/Afect s
plezoeléctricos de tensiones mecdnicas debidas al montaje o K

al entorno.
10 El problema del invento se soluciona con las

~caracteristicas de la raivindicacidén 1. Otras configuraciones
ventajosas del invento son objeto de las reivindicaciones

subordinadas. {-’{

Se debe ver el nicleo del invento en el hecho de -% y
15 que una capa activa de material semiconductor de la osl- -
cidén de chip, que comprende un componente sensible fect s l‘ '

piezoeléctricos, puede ser fijada, tanto mecdnicamente como |
también eléctrica y térmicamente a un subatrato, por ejemplo
una placa impresa, an una saqla operacidén. Con ello, 1la
20 fabricacién de la disposicién de chip segin el invento es |
considerablemente mis sencilla y, ademés, esta disposicién
a8, debido tan edlo al ahorro de al menos un pasoc de fabrica-
cidén, mds barata que el estado de la técnica expuesto, en el
gue, de forma convencional, la disposicidén de chip tiene que
25 _ser pegada unilateralment substrato y tiene que ser
conectada a continuacién eléctrica y/o0 térmicamentas .en un
paso de fabricaci erior. Ademés, para el invento es
;sencial, que la disposicidén de chip no posee, en la zona de
un componente eléctrico sensible a efectos piezoeléctricos,
30 acoplamientos mecénicos y eléctricos/térmicos, con lo que
este componente eléctrico mensible a afectos plezoeléctricos
queda libre de fuerzas debidas a la dilatacidn térmica o
mecénica.
Una configuracién especialmente ventajosa del
35 invento prevéd, que la primera zona de la capa de material
semiconductor, en la que esta dispuesto el componente ’
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eléctrico sensible a efectos pilezoeléctricos, rebase a modo
de balc6n una segunda gona_con_los_contactos mecdnicos y
ggg:f_i_cgaﬂézm‘za. A modo de balcén significa en relacién
con ello, que la zona con los ntactos y la zona con el
5 componente eléctrico sensible 1?

- gg/una al lado de otra,”préacticamente en un plano, al
iempo, que la zona con este cmsale

lateralmente de la zona con estos contactos.

\m Es ventajoso, que la capa activa de material
10} samiconductor se consiruya de tal modo, gque se pueda _montar

-

15 ductora por medio de bolas de soldadura.

En el caso de disposiciones de chip muy pequefias se
dispone ventajosamente una capa de cableado entre la capa
activa de material semiconductor y el substrato con el fin de
preparar superficies de contacto apropiadas, que se corres-

2 pondan con superficies de contacto correspondie en el
substrato. Estas capas de cableado se aplican (Bobre la capa
de material semiconductor, por ejemplo, por medio de una
técnica de pelicula fina.

™ En caso necesario.se intercala exclusivamente entre

25 1la zona de la capa de materlal semiconductor con los contac-

tos y el substrato un material de relleno, gque garantice una

distensién mecédnica de los contactos.
Es especlialmente ventajoso, que los contactos se

dispongan en una estructura de matriz, conocl como "Ball~-
’: e e S Y

30 Grid-Array .

l Breve descripcidén del dibujo
En el dibujo se representa de forma esquemitica y
simplificada un ejemplo de ejecucién. En el muestran:
La figura 1, una representacién en seccidén de la
35 disposicién de chip segin el invento a 1o largo de la lineas
B-B de la figura 2.

Wg

ectos piezoeléctricos

- . %,
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La figura 2, una vista desde abajo de la disp si-

cién de chip.
Caminos para la realizacién del invento

La figura 1 muestra una disposiciénsl ide chi? seguin
el invento con una capa @ctiva de material emiconductori.\‘y

Esta capa@?ctiva de material semiconductoriﬁe subdivide por

4

medio de una linea A-A de trazo discontinio en una primera
zZona 28~y en una_segunda zona 2b. La pr
de un component eléctrico’sensi!
CO8, Como por ejemplé elemento Hal_f.
diferencia de la pr:.mera gona 2a po

ra gona 2a compren-
fectos plezoeléctri-
a segunda zona 2b se
el hecho de que p see

contactos eléctricos—ﬁ'r por el hecho de que en ella n se

dY,

20

25

3

rigida o flexible, no representada agui con datalle.

R

e

Entre los contactos 6 y la capa (f )act:l.va’ de -

material semiconductor se dispone una capa de cableado, que
adapta las conexiones eléctricas, no representadas aqui

detalle,de la capa 2 de material samiconductor a la forma
trica del-subsetrato 5.

Ademds, en la segunda zona 2b de la capa 2 _de mate-
rial semiconductor ase dispons la disposicl
y el substratg, una pa de material de relle
e compensa y reduce con ello las
fuerzas, e actial,;” debido a la dilatacién mecdnica y/o
témica,é la disposicidn. Segin el invento, esta capa de
material @ relleno se pravé (inicamente en la segunda zona 2b
y no en la primera zona 2a, para que esta zona 2a con el
componente 3 eléctrico sensible a efectos piezoeléctricos
quede 1libre de la accién de cualquier fuerza debida al
montaje. La primera zona 2a sobresale, por esta razén,

35 lateralmente a_modo de balcén por ancima de la segunda zona

2b. Con ello se puede fabricar la capa@ﬁ material gemicor~—

e

ol Dl o rHe et s e S b i
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ductor de forma sencilla en una sola capa plana y se puede
montar de forma mecdnica eléctrica/térm:lca en una zona, es
decir la segunda zona 2b, al mismo tiempo, que esta primera
\ zona 2a es exterior a cualquier campo de fuerzas mecénicas y
eléctricas/térmicas. Los contactos 6 cumplf gqui, seglin el
invento, tres funciones:
os contactos 6 egtablecen una unién rigida entre
la disposicidn@%ﬁ& el substrato 5, M
sirven como interfaces eléctricas entre la dispo-
10 1 de chip y el substrato 5 y _
airveg para la disipacién del calor de la dispo- \
sicién 1 de chip al substrato 5.
Una aplicacién tipica de la dismnicidn@mv

segin el invento es la medicidn de la potencia an contadores
15 electrénicos de electricidad. En este caso el componante@
e e,

eléctricoysensible a efectos piezoeléctricos puede ser por

]

A

X
2 semiconductory, Ame 3—4w nsecos reaccionan, como
se sabe, de fo sensible a la accién de una fuerza. La
segunda zona 2b @l decir la "zona digital” de la capa 2 de
material semicon uctor - Jconsiderablemente menos sensible en
este aspecto, estéd rij a al substrato por medio de los con-
25 tactos 6.

La capa 2 activa de material semiconductor se

decir. una placa imp a. En el procedimiento

de bolas de soldadura.
La figura 2 muestra una vista abajo-de ‘la
disposicién 1 de chip con los contactos 6 alojados en una
35 matriz. Si bien esta disposicitn de matriz posee, frente a
una disposicidn irregular, ventajas de estandarizacién, cabe

construye de tal modo, que pueda ser_mon superficialmente l :
el dimien "FIip-Chip-Bonding 1 substrato,-—ac N i

;
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imaginar sin aportacién inventiva cualquier disposicidén de
los contactos. E1 componente 3 eléctrico sensible a efectos
piezoeléctricos no es visible de forma directa, debid al

planc elegido para el dibujo, y por ello se representa tnica-
mente con lineas de trazo discontinuo. La linea A-A de trazo
discontinuo’ separa nuevamente la primera zona 2a con el
componente eléctrico sensible a efectos plezoeléctricos de la
sagunda zona 2b de la capa de material semiconductor. La
linea B-B de trazo discontinuo es 8d4lo una informacién del
planoc de corte en la figura 1.

o

. ke ta Wy, W,

- egpas




5imbolos de referancia

1 ' Disposicién de chip

2 Capa de material semiconductor

2a Primera zona de 2
5 2b Segunda zona de 2

3 Componente eléctrico sensible a efectos F
piezoeléctricos '
Capa de cableado
Substrato
Contactos eléctricos
Material de relleno

10

@ 3 N

Espacio intermedio
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Reivindicaciones

1. Disposicién de chip para la reduccidn de los
efectos piezoeléctricos en al menos un componente (3)
elé&ctrico sensible a efectos piezoeléctricos dispuesto en una
capa (2) activa de material semiconductor, al mismo tiempo,
que esta capa (2) activa de material semiconductor comprende
al menos una primera zona (2a) con el componente (3) eléctri-
co sensible a efectos piezoeléctricos y una sequnda zona {2b)
con una cantidad de contactos (6) para el contactado eléctri-
co, caracterizada porque esta capa (2) activa de material
gsemiconductor estd unida en la zona (2b) de los contactor (6)
por medio de un material eléctrico de contacto mecdnicamente
y eléctricamente y/o témmicamente con un substrato (5), al
mismo tiempo, que la zona (2a) con el componente (3) sensible
a efectos plezoeléctricos estd distanciada del substrato (5)
y queda ademds libre de este material eléctrico de contacto.

2. Disposicidén seqin la reivindicacidén 1, caracte-
rizada porque entre la primera szona (2a) de la capa (2)
activa de material semiconductor y el substrato (5) se deja
un espacio (8) intermedio de tal modo, que esta primera zona
{2a) con el componente (3) eléctrico sensible a efectos
piezoeléctricos sobresalga lateralmente a modo de balcdn por
encima de la segunda zona (2b) de la capa (2) activa de
material semiconductor.

3. Disposicién segtin la reivindicacién 1 o 2,
caracterizada porque la capa (2) de material semiconductor se
construye de tal modo, que se pueda montar superficialmente
con el procedimiento "Flip-Chip-Bonding" sobre el substrato
(5).

4. Disposicién seqin una de las reivindicaciones 1
a 3, caracterizada porque la capa (2) activa de material
semiconductor estd provista de una capa {(4) de cableado
dispuesta entre ella y los contactos (6).

5. Disposicidén seqiin una de las reivindicaciones
precedentes, caracterizada porque el espacio (8) intermedio
se rellena, unicamente en la zona de los contactos (6), con
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un material (7) de rellenc para la dlstensién mecanica de los
contactos (6).
6. Disposicidén seqgin una de. las reivindicaciones
precedentes, caracterizada porque los contactos (6§) estdn
5 dispuestos en una estructura de matriz (Ball-Grid-Array).
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ANORDNUNG ZUR VERMINDERUNG VON PIEZOEFFEKTEN
IN MINDESTENS EINEM IN EINER AKTIVEN HALBLEITERMATERIALSCHICHT
ANGEORDNETEN PIEZOEFFEKT-EMPFINDLICHEN, ELEXTRISCHEN BAUELEMENT

Die Erfindung ist dem Gebiet der Messtechnik und Im besonderen dem Gebiet
der Zahlertechnik zuzuordnen. Sie bezieht sich auf eine Anordnung zur
Verminderung von Plezoeffekten in mindestsns einem in elner aktiven
Halbleitermaterialschicht angeordneten piezoeffekt-empfindlichen elektrischen
Bauelement gemass dem Oberbegriff des Anépruchs 1.

STAND DER TECHNIK

Die Parameter der meisten in einer aktiven Halbleitermaterialschicht
integrierter elektrischer Bauelemente sind abhéngig von mechanischen
Spannungen in diesem Halbleltermaterial. Disses Ph&nomen ist als
Piezoeffekt vor allem bel den im Halbleitermaterial integrierten Widerstinden
bekannt und ist bel den Integrierten Hallelementen besonders ausgepriigt.

Die mechanische Empfindlichksit der Obertragungseigenschaften der im
Halbleitermateria! integrierten Schaltireise ist vor allem in Zusammenhang mit
Packaging (Verpackung) des Halbleitermaterials von Bedeutung. im
Packaging kommen zwangslaufig mehrere unterschiedliche Materialen f
zusammen. Durch die Unterschiede in der Reaktion der verwendeten

Materialien auf die Tempenratur, Feuchte und Alterung entstehen im
verpackten Halbleitermaterial mechanische Spannungen. Diese
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mechanischen Spannungen kdnnen zu unannehmbaren Langzeihstabilitats- '{?/
Problemen flhren.

in der meist verbreiteten, preisgtinstigsten Art des Packaging ist das
Halbleitermaterial mit einem Kunststoff umhalit. Der gr8sste Anteil der
mechanischen Spannungen in diesem Packaging ist auf die Veréinderungen
im Kunststoffmaterial der Umhallung zurickzufihren. Auch unter Anwendung
von sogenannten ,Low-Stress-Plastic-Materials® ist die Stabilit4t der im
Siliziummaterial integrierten Hallelemente problematisch. Fir die Anwendung
im Elektrizititszahler ist kein bekannter Kunststoffgeh8usetyp brauchbar.

In der teureren, sogenannten hermetischen Art des Packaging sind die
mechanischen Spannungen kleiner, da die direkte Umhallung mit einem
Kunststoffmaterial fehit. Obrig bleiben nur noch die Spannungen, die sich
zwischen dem Halbleiter-Chip und der Auflagefliche (Tragermmaterial) des
Packaging einstellen. Bei hohen Anforderungen an die Stabilitét sind aber
auch diese Spannungen nicht tolerierbar. Um diese mechanischen
Spannungen zwischen Halbleitermaterial und Triigermaterial zu reduzieren,
kann man _auf die in der Druckschrift EP 0 342 274 B1 beschriebene
Anordnung zurlckgreifen. Hier ist das Halbleitermaterial nur teilweise mit dem
Substrat verbunden. Derjenige Teil des Halbleitermaterials, der das
piezoeffekt-empfindliche Schaltungsteil umfasst, weist einen Zwischenraum
zu dem Trigermaterial auf. Nicht beschrieben in der genannten Druckschrift
ist hingegen die elektrische Kontaktierung bzw. Verdrahtung des
Halbleitermaterials an die Anschilisse des Packaging, die aber selbstredend
erfolgen muss und somit eine weitere Fixierung des Halbleitermaterials
darstelit. In der realen Ausflihrung ist das Halbleitermaterial doppelt befestigt,
zum einen durch das lediglich lokal zu applizierende Verbindungsmaterial auf
dem Triigermaterial, und zum anderen durch die elektrische Kontaktierung
bzw. Verdrahtung mit einer schaltungstechnischen Umgebung.

Eine weitere preisgtnstige immer hiufiger angewendete Art des Packaging,
bei der man die direkte Umhallung durch Kunststoff vermeiden kann, ist das
sog. ,Wafer Level Chip Size Packaging” (WL-CSP). Bei dieser Art des
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Packaging entstehen die mechanischen Spannungen hauptséchlich in den
elektrischen Kontakten zwischen dem Halbleitermaterial und der Lelterplatte
an der das Geh&use montiert ist. s

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung eine einfach 2u fertigende, preiswerte
Chip-Anordnung bemitiustellen. die die negativen Einflisse
montagebedingter Piezoeffekte, insbesondera deren negativen Einfluss auf
die Genauigkeit und die Langzeitstabilitdt einer aus Halblsiterbauelementen
hergesteitten elektronischen Prizisionsschaltung eliminiert. Die
arfindungsgemasse Anordnung soll dle piezoeffekt-empfindlichen,
elektrischen Bauelemente weitgehend befreien von montagebedingten oder
umgebungsbedingten mechanischen Spannungen.

Die Aufgabe der Erfindung wird geltst durch dis Merkmale des Anspruchs 1.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der
Unteranspriiche.

Der Kem der Erfindung ist darin zu sehen, dass eine aktive
Halbleitermaterialschicht der Chip-Anordnung, umfassend ein piezoeffokt-
empfindliches Bauelemeant, sowohl mechanisch als auch elektrischthemmisch
auf einem Substrat, beisplelsweise eine Leiterplatte, in einem einzigen
Arbeitsgang fixierbar ist. Somit ist die Herstellung der erfindungsgemassen
Chip-Anordnung massgeblich einfacher, und daraber hinaus Ist diese
Anordnung schon alleine durch die Einsparung mindestens eines
Fertigungsschritts preiswerter gegeniber dem aufgezeigten Stand der
Technik, bei dem auf konventionelle Art die Chip-Anordnung einseltlg auf ein
Substrat geklebt werden muss und anschliessend in einem weilteren
Fertigungsschritt elektrisch und/oder thermisch verbunden werden muss.
Erfindungswesentlich ist dariber hinaus, dass die Chip-Anordnung im Bereich
eines piezoeflekt-empfindlichen, elektrischen Bauelements keine
mechanische und elektrische/thermische Kopplung aufweist, womit dieses
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piezoeffekt-empfindliche, elektrische Bauelement frei bleibt von
Krafteinwirkungen aufgrund thermischer oder mechanischer Dilatation.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass
derjenige, erste Bereich der Halbleitermaterialschicht, in dem das piezoeffekt:
empfindliche, elektrische Bauelement angeordnet ist, balkonartig einen
weiteren, zweiten Bereich mit den mechanischen und
elektrischen/thermischen Kontakten berragt. Balkonartig bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass der Bereich mit dem Kontakten und der Bereich mit
dem plezoeffekt-empfindlichen, elektrischen Bauelement nebeneinander,
quasi in einer Ebenen, angeordnet sind, wobei der Bereich mit diesem

‘Bauelement den Bereich mit diesen Kontakten seitlich dberragt.

Von Vorteil ist die Auslegung der aktiven Halbleitermaterialschicht dergestalt,
dass sie mittels ,Flip-Chip-Bonding“ auf dem Substrat — eine Leiterplatte -
oberflichenmontierbar ist. Beim Flip-Chip-Bonding werden ungepackte

Halbleiter-Bauelemente umgekehrt auf einer Leiterplatte mittels L6tkugein
verbunden.

Bei sehr kleinen Chip-Anordnungen wird mit Vorteil eine

Umverdrahtungsschicht zwischen der aktiven Halbleitermaterialschicht und

dem Substrat angeordnet, um geeignete Kontaktflachen bereitzustelien, die

mit entsprechenden Kontaktflichen auf dem Substrat korrespondieren. o
Derartige Umverdrahtungsschichten werden zum Beispiel mittels

Donnfilmtechnik auf der Halbleitermaterialschicht aufgebracht.

Gegebenfalls wird ausschliesslich zwischen dem Bereich der
Halbleitermaterialschicht mit den Kontakten und dem Substrat ein Fallmaterial
eingeflgt, das eine mechanische Entlastung der Kontakte gewéhrieistet.

Besonders vorteilhaft ist, wenn die Kontakte in einer Matrixstruktur — einem '
sogenannten ,Ball-Grid-Array" - angeordnet sind.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

In der Zeichnung ist eln Ausfithrungsbeisplel schematisch und vereinfacht
dargestelit.
Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittdarstellung der erfindungsgemassen Chip-
Anordnung entlang der Linie B - B in Fig. 2;
Fig. 2 Bodenansicht der Chip-Anordnung.

WEGE ZUR AUSFOHRUNG DER ERFINDUNG

Fig. 1 zelgt eine erfindungsgemiisse Chip-Anordnung 1 mit einer aktiven
Halbleitermateriaischicht 2. Diese Halbleitermaterialschicht 2 ist durch eine
gestrichelte Linie A-A In einen ersten Bereich 2a und einen zwelten Bereich
2b unterteilt. Der erate Bereich 2a umfasst ein plezoeffekt-empfindliches,
elektrisches Bauelement 3, wie beispielsweise ein Hall-Element. Der zweite
Bereich 2b unterscheidet sich von dem ersten Bereich 2a dadurch, dass er
elekirische Kontakte 6 aufwelst, und dass zumindest kein piezoeffeki-
empfindliches, elekirisches Bauelement in ihm angeordnet ist. Mittels dieser
elektrischen Kontakte 6 ist die gesamte Chip-Anordnung 1 mechanisch und
elektrischthermisch mit einem Substrat 5 verbunden. Ein solches Substrat 5
kann zum Beispiel eine feste oder flexible, hier nicht bis ins Detall gezeigte,
Leiterplatte sein.

Zwischen den Kontakten 8 und der aktiven Halbleitermaterialschicht 2 ist eine
Umverdrahtungsschicht angeordnet, die die hier nicht naher gezeigten
elektrischen Anschilisse der Halbleitermaterialschicht 2 auf die Geometrie far
das Substrat 5 anpasst.

Darlber hinaus ist im zweiten Bereich 2b der Halbleitermaterialschicht 2 eine
Falimaterialschicht — ein sogenannter Underfiller — zwischen der Chip-
Anordnung 1 und dem Substrat angeordnet, die Kraftelnwirkungen auf die

%

FRILT, . L = e T YN W = T IR T T YT T Mt v ot 5 11T L L W W T ) L e

Ty g Y R P Ty

. epaaey




10

15

20

25

WO 03/003480 : vt
6

1
Anordnung aufgrund mechanischer und/oder thermischer Dilatation ausgleicht ?/
und damit verringert. Erfindungsgemdss ist diese Flllmaterialschicht lediglich
im zweiten Bereich 2b und ;1icht im ersten Bereich 2a der
Halbleitermaterialschicht vorgesehen, damit dieser erste Bereich 2a mit dem
piezoeffekt-empfindlichen, elektrischen Bauelement 3 frei bleibt von jeder
montagebedingten Krafteinwirkung. Aus diesem Grund Oberragt der erste
Bereich 2a den zweiten Bereich 2b seitlich balkonartig. Somit ist die
Halbleitermaterialschicht 2 in einer einzelnen ebenen Schicht einfach
herstellbar und in einem Bereich, dem zweiten Bereich 2b, mechanisch und
elektrischthermisch montierbar, wobei der erste Bereich 2a ausserhalb jedes
mechanischen und/oder thermischen Kraftfeldes bleibt. Die Kontakte 6
erflllen hier erfindungsgemass drei Funktionen:

PCT/IB02/01211

-  Die Kontakte 6 stellen eine fest Verbindung zwischen der Chip-
Anordnung 1 und dem Substrat 5 her,

— sie dienen als elekirische Schnittstellen zwischen Chip-Anordnung 1
und Substrat 5, und

- sie dienen der Warmeabfuhr von der Chip-Anori:!nung 1 zum Substrat
5.

Eine typische Anwendung der erfindungsgeméssen Chip-Anordnung 1 ist in
der Leistungsmessung for elektronische Elektrizitatsz&hler zu sehen. Dabei
kann beispielsweise das piezoeffekt-empfindliche, elektrische Bauelement 3
als Hallsensor ausgelegt sein, mit dem der Strom und/oder die Spannung
gemessen wird. Der Hallsensor ist somit als ,analoges B_auelement" in der
aktiven Halbleitermaterialschicht 2 anzusehen, dessen intrinsische Parameter
bekanntermassen sensibe! aﬁf Krafteinwirkungen reagieren. Der
diesbezlglich weitaus weniger empfindliche, zweite Bereich 2b - der . digitale
Bereich" der Halbleitermaterialschicht 2 - ist mitiels der Kontakte 6 auf dem
Substrat fixiert.

Die aktive Halbleitermaterialschicht 2 ist so ausgelegt, éléss sie mittels ,Flip-
Chip-Bonding" auf dem Substrat — eine Leiterplatte - oberflaichenmontierbar
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ist. Beim Flip-Chip-Bonding werden ungepackte Haibleiter-Bauelemente
umgekehrt auf einer Leiterplatte mittels Lotkugeln verbunden. v

& |
-4

Fig. 2 zeigt elné Bodenansicht der Chip-Anordnung 1 mit den in einer Matrix
angeordneten Kontakten 6. Wenngleich diese Matrixanordnung gegentiber
einer unregelmassigen Anordnung standardmassige Vorteile aufzeigt, ist
jedoch jede beliebige Kontaktanordnung denkbar ohne erfinderisches Zutun,
Das piezoeffekt-empfindliche, elektrische Bauelement 3 ist aufgrund der
Zeichnungsebene nicht unmittelbar sichtbar und somit lediglich gestrichelt
angedeutet. Die gestrichelte Linie A-A trennt wiederum den ersten Bereich 2a
mit dem piezoeffekt-empfindlichen, elekirischen Bauelement von dem zweiten
Bereich 2b der Halbleitermaterialschicht 2. Die gestrichelte Linie B-B orlentiert
lediglich Gber die Schnittebene der Fig. 1.

BEZUGSZEICHEN

1 Chip-Anordnung _
Halbleltermaterialschicht y

2a erster Bereich von 2 -

2b zweiter Bereich von 2

3 piezoeffekt-empfindliches, elektrisches Bauelement

4 Umverdrahtungsschicht

5 Substrat

6 elektrische Kontakte

7 Falimaterial

8 Zwischenraum
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PATENTANSPRUCHE

Chip-Anordnung zur Verminderung von Piezoeffekten in mindestens
einem in einer aktiven Halbleitermaterialschicht (2) angeordneten
piezoeffekt-empfindlichen, elektrischen Bauelement (3), wobei diese
akiive Halbleitermaterialschicht (2) mindestens einen ersten Bereich (2a)
mit dem piezoeffekt-empfindlichen, elektrischen Bauelement (3) und
einen zweiten Bereich (2b) mit einer Anzahl Kontakten (6) far eine
elektrische Kontaktierung umfasst,

dadurch gekennzeichnet,

dass diese aktive Halbleitermaterialschicht (2) im Bereich (2b) der
Kontakte (6) mittels einem elektrischen Kontaktmaterial mit einem
Substrat (5) mechanisch und elektrisch und/oder thermisch verbunden
ist, wobei der Bereich (2a) mit dem piezoeffekt-empfindlichen,
elektrischen Bauelement (3) von dem Substrat (5) beabstandet ist und
zudem frei bleibt von diesem elektrischen Kontakimaterial.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Zwischenraum (8) zwischen dem ersten Bereich (2a) der aktiven
Halbleitermaterialschicht (2) und dem Substrat (5) derart ausgebildet ist,
so dass dieser erste Bereich (2a) mit dem piezoeffekt-empfindlichen,
elektrischen Bauelement (3) den zweiten Bereich (2b) der aktiven
Hatbleiterschicht (2) seitlich balkonartig Oberragt.

Anordnung nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch
gekennzelchnet, das die Halbleitermateriaischicht (2) derart ausgelegt
ist, dass sie mittels Flip-Chip-Bonding auf dem Substrat (5)
oberflichenmontierbar ist.

Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die aktive Halbleitermaterialschicht (2) zwischen

sich und den Kontakten (6) mit einer Umverdrahtungsschicht (4)
versehen ist.
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5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprtichen, dadurch
gekennzelchnet, dass der Zwischenraum (8) nur im Bereich der
Kontakte (6) mit einem Fiilimaterial (7) ausgefQilt ist zur mechanischen
Entlastung der Kontakte (6).

WD |
@

6. Anor&nung nach einem der vorhergehenden Ansprlichen, dadurch
gekennzelchnet, dass die Kontakte (6) in elner Matrixstruktur (Ball-Grid-
Array) angeordnet sind.
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NUEVAS REIVINDICACIONES DE PATENTE

l. Disposicién de chip fpara la reduccidédn de los efectos
*ﬁ-_____————/
—

piezoe\?/lctricos en al menos un componente eléctrico (3) sensi-

ble a efectos\ plezoeléctricos dispuesto en una capa activa de

\ material semiconductor, <€omprendiendd es capa activa de ma-
' terial semiconductor (2) al menos una/primera zona (2a) @ el 9

componente eléctrico (3) sensible :'I fectos piezoeléctricos y

una segunda zona (2b) con una pluralidad de contaktos eléctri-

erial eléctrico de contacto

a4 zona (2a) el element

ctos piezoeléctricos distanciada

un substrato (5),

eléctrico (3) sensible a

RS .

del substrato (5) ademds libre de dicho mate-

{

entre la primera zona (2a) de la capa activa de materi semi-

—

y permaneciend

rial eléctrico de contacto,

=

disposicibébn caracterizada por
[

).

5 |

o

¥

10

o
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conductor {(2) y el substrato (5) 4e ' n espac:.o

intermedio (8) de tal modo que

componente eléctrico (3) sensibd a\/efectos piezoeléctr:.cos

ateralmente a manera de balcén por encima de la se-
gunda zona (2b) de la capa activa de material semiconductor

(2). =

~
3

=

2. Disposicién de acuerdo con la reivindicacidn 1, caracteri- (Yr

zada porque la capa activa de material semiconductor (2)

R e

congtruye dd ta odo que se puede montar superficialmente so-
bre _Wo (5)(con el procedimiento "flip-chip-bonding”™. Y kj

3. Disposicién de acuerdo con una de las reivindicacicnes 1 6

2, caracterizada porque la capa activa de material semiconduc-

————




@
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tor (2) ‘estd provista de/una capa de cableado (4) dispuesta

entre-ella y los contactos (6). ~—

4. Disposiciédn de acuerdo con una de las anteriores reivindi-

caciones, caracterizada porque el espacio intermedio (8) se

rellena uUnicamente en la zona de los contactos (6) con un ma-

terial de relle/no_(_?_) para la distensién mecénica de los con-

gp—
tactos (6). -

5. Disposicién de acuerdo con una de las anteriores reivindi-

caciones, caracterizada porque log__contactos (6) estan dis-

puestos Wde matriz (Ball-Grid-Array). —
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NEUE PATENTANSPROCHE (REINSCHRIFT)

Chip-Anordnung zur Verminderung von Piezoeffekten in mindestens
einem in einer aktiven Halbleitarmaterialschicht {(2) angeordneten
Hallelement (3), wobei diese aktive Halbleitermatsrialschicht (2)
mindestens einen ersten Bereich (2a) mit dem Hallelement (3) und einen
zweiten Bereich (2b) mit einer Anzahl Kontakten (8) fiir eine elektrische
Kontaktierung umfasst,

und wobel diese aktive Halbleltermaterialschicht (2) im Bereich (2b) der
Kontakte (8) mittels einem elekirisachen Kontaktmaterial mit elnem
Substrat (5) machanisch und elektrisch und/oder thermisch verbunden
ist, und der Bereich (2a) mit dem Hallelement (3) von dem Substrat (5)
beabstandet ist und zudem frei bleibt von diesem elektrischen
Kontaktmaterial,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Zwischenraum (8) zwischen dem ersten Bereich (2a) der
aktiven Halbleitermaterialschicht (2) und dem Substrat (5) derart
ausgebildet ist, so daes dleser erste Bereich (2a) mit dem Hallelement
(3) den zweiten Bereich (2b) der aktivan Halblelterschicht (2) seltlich
balkonartig Oberragt.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, das die
Halbleitermaterialschicht (2) derart ausgelegt ist, dass sie mittels Flip-
Chip-Bonding auf dem Substrat (5) oberflachenmontierbar ist.

Anordnung nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch
gekennzelichnet, dass die aktive Halbleitermaterialschicht (2) zwischen
sich und den Kontakten (8) mit einer Umverdrahtungsschicht (4)
versehen ist.

Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriichen, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zwischenraum (8) nur im Bereich der
Kontakte (6) mit einem Flimaterial (7) ausgefliit ist zur mechanischen
Entlastung der Kontakte (6).
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5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriichen, dadurch

gekennzelchnet, dass dle Kontakte (6) In einer Matrixstruktur (Ball-Grid-
Array) angeordnet sind.
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Ubersetzung auch Ubersetzungen alier Anlagen zum intemationalen voriaufigen Prifungsbaericht enthalten.
Es ist Aulgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betrotfenen ausgewdhiten
Amtem direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erforderniasen der ausgew&hiten Amter sind Band II
des PCT-Leitladens fir Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewlesen, in welchem erkiarnt wird, daB die Kriterlen {Or Neuhelt,
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artlke! 33{2) bis {4)-beschrieben werden, nur
far die Internationale voriéufige Prifung Bedsutung haben, und da8 “jedsr Vertragsstaat (...) tlr dis
Entscheidung Ober die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesemn Staat zuséatzliche oder
abweichende Marikkmale aufstslien® kann (giehe auch Ariikel 27(5)). Soiche zusitzdichen Merkmale kdnnen
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarksit, Erfordernisse {ir die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit
und St0tzung der Anspriche betreffen.

Name und Postanschrft der mit der Intermationaisn Prifung Bavolimilchtigter Bediensiater
beauftragien Behdrde
gyargepﬂam- Fatentamt Thomas, R
BB MOnchen
Tel. +49 BY 2389 - D Tx: 523856 epmu d Tel. +40 86 2300-2247
Fax: +4D 89 2306 - 4485

Formhlatt PCTAPEA/416 (Jull 1992)
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Formulario PCT/IPEA/416
TRATADO SOBRE COOPERACION INTERNACIOMAL
EN EL AREA DE PATENTES
PCYT

COMUNICACION SOBRE EI ENVIO
DEL REPORTE DEL EXAMEN PROVISIONAL INTERNACIONAL
{Norma 71.1 PCT)

Remitente: AUTORIDAD ENCARGADA DEL EXAMEN

PROVISIONAL INTERNACIONAL

Para: HEUSCH, Christian

OC pat AG
Chamerstrasse 50
6300 Zug, SUIZA

Fecha de envio: 30.09.2003

Referencia del solicitante o abogado: LZ119-WO

COMUNICACION IMPORTANTE

Nimero de referencia internacional: PCT/IB02/01211

Fecha de solicitud internacional: 09.04.2002

Fecha de prioridad: 27.06.2001

Solicitante: LANDIS + GYR AG y colaboradores

1.

Al solicitante se le comunica que mediante la presente la
autoridad encargada del examen provisional internaciocnal
le envia, eventualmente con los respectivos anexos, el re-
porte del examen provisicnal internacional elaborado para

la solicitud internacional.

Una copia del reporte -eventualmente con los respectivos
anexos- se envia a la Oficina Internacional para dque la

transmita a todas las oficinas seleccionadas.

A solicltud de una oficina seleccionada, la Oficina Inter-
nacional preparara y enviara a esa oficina una traduccién

del reporte (pero no de los anexos) al idioma Inglés.

@
2



4. RECORDATORI

Para iniciar la fase nacional el solicitante debe efectuar
dentro de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad
(o0 en algunas oficinas incluso posteriormente) determina-
das acciones ante cada oficina seleccionada (entrega de
traducciones y pago de los honorarios nacionales) (Articulo
39(1)) (ver también la informacién transmitida a través de
la Oficina Internacional en el Formulario PCT/IB/301).

5i a una oficina seleccionada se le debe enviar una tra-
duccién de la solicitud internacional, entonces dicha tra-
duccién ha de contener también las traducciones de todos
los anexos al reporte del examen provisional internacio-
. nal. Es tarea del solicitante preparar tales traducciones
Yy hacerlas llegar a las correspondientes oficinas selec-

cionadas.

Otros detalles sobre los plazos y los regquisitos normati-
vos de las oficinas seleccionadas se encuentran en el Vo-

lumen II de la Guia PCT para Solicitantes.

Cada oficina elegida puede establecer criterios sobre la
decisién si la invencién reivindicada es o no patentable,
criterios los cuales son adicionales o distintos de aque-
’ llos en que se basa el reporte de prueba provisional in-
ternacional (ver Articulo 27 {5}, 33 (5). Los criterios
adicionales pueden incluir p. ej.: Excepciones de la pa-
tentabilidad, requisites para la publicacién de la inven-

¢cién asi como claridad y soporte de las reivindicaciones.

Nombre y direccidédn postal de la autoridad encargada del examen

internacional:

Oficina Europea de Patentes
D-80298 Munich

Funcionarioc autorizado:

Thomas, R



PCTIIBU?%

PATENT COOPERATION TREATY 3
From ths INTERNATIONAL BUREAU
PCT To:
\/? EINGEGANgEy
NOTIFICATION OF THE RECORDING - T
OF A CHANGE HEUSCH, Christian 02 Al .
OK pat AG 2
(PCT Rule 92bls.1 and . Chamerstrasse 50 Erl..
Administrative instructions, Sectlon 422 6300 Zug )
Switzerlend
Dats of malling (day/month/year)
25 March 2003 {25.03.03)
Applioant's or agant's fils referanes
LZ119W0 IMPORTANT NOTIFICATION
Imtarnational application No. International filing date (day/month/year]
PCT/B02/01211 09 April 2002 {09.04.02)
1. The foliowing Indications appeared on record concerning:
E(] the applicant D the Inventor D the agent E] the common representative
‘ Name and Address State of Nationallty State of Resldence
|§IlIE{|"VItENS MFI'ERING AG - CH CH
alastrasss . ‘siephons No.
CH-6300 2
St +41 41 724 4692
R
+41 41 724 3956
|_"I'alnprlmr No.

2. The International Buresu heraby notlfies the applicant that the following change has besn recorded conceming:

D the person E the name D the sddress D the nationaility D the residence

Name and Address State of NationalRy "State of Fesidence
lEAll&I[iIS + G1YH AG CH CH
Y alastresse s
_., CH-6300 Zu Telophons No.
Switzerlan +41 41 724 4692
Hlﬂlmn. No.

+41 41 724 3966

. [Teleprintsr No.
d. Further gbssrvations, If nacessary:

Please also note the new reference no. mentioned abova: LZ119WO.

4. Acopy of this notification has been sent to:

El the receiving Office D the designated Offloss concerned
D the International Ssarching Authority E the slected Offlces conosrned
[E the Intarnational Praliminary Examining Authority D other:
The International Bureau of WIPQ Authortzed offlosr
132‘;1?.':: ::mm Slivie STENDER
Facsimile No. (41-22) 740-1436 Telophone No. (41-22) 338 8928
Form PCTAB/308 (March 1884) 005644484




Formulario PCT/IB/306

TRATADO COOPERACICN INTERMACICNAL EN EL AREA DE PATENTES
PCT

NOTIFICACION DEL REGISTRO DE UN CAMBIO
(Norma 92bis.l1 e Instrucciones Administrativas PCT, Seccidn 422)

De la OFICINA INTERNACIONAL
Para: HEUSCH, Christian
OK pat AG
Chamerstrasse 50
6300 Zuqg, Suiza

Fecha de envio: 25 Marzo 2003

Referencia del solicitante o abogado: L2119WQ
NOTIFICACION IMPORTANTE

No. de solicitud internacional: PCT/IBD2/01211

Fecha de solicitud internacional: 09 Abril 2002

1. Las siguientes indicaciones aparecleron en el registro
respecto a:
X el solicitante _ el inventor
el representante _ el representante conjunto

Nombre y direccién:
SIEMENS METERING AG
Feldstrasse 1
CH-6300 Zug, Suiza
Pais: Suiza (CH)
Nacionalidad: Suiza (CH)

2. La oficina internacional notifica al solicitante que se ha
efectuado el registro del siguiente cambio respecto a:
1a persona X 1la razdén social
la direccién _ la nacionalidad
_ el domicilio

Nombre y direccién:
LANDIS + GYR AG
Feldstrasse 1
CH-6300 2ug, Suiza
Pais: Suiza (CH)
Nacionalidad: Suiza (CH)



3. Otras observaciones en caso necesario:
Favor tomar nota también del nuavo No. de referenala
mencionado arriba: LE119WO

4, Una copia de la notificacién ha sido enviada a:
X 1la oficina receptora

las oficinas involucradas

la autoridad de bidsqueda internacional
las oficinas designadas involucradas

(|

la autoridad examinadora preliminar internacional
otras: -

La Oficina Internacional de WIPO
‘ 34, Chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20, Suiza

Funcionario autorizado:
Silvie STENDER



INTERNATIONAL SEARCH REPORYT

I . s Applicstion No
PCT/IB 02/01211.

., CLASSIPICATION OF 7}0?161'

0L “N01L21/60

According 10 intemational Palani Classilicalion {IPC) or lo both natlonal ciassification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Aiinimum cocumantation saarched (classificallon sysiem folowed by ciassification symboly)
IPC 7 HOLL

Documantalion ssarched oihar than minimum documanaiion 10 The sxtent that such documens ame inciuded In the lipkis searched

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

rEiclml'iit:ﬁllllI:nlanlulecl:Il.n‘l'lgilli inlsmational search {naine of data base and, whane practical, search lerms uaad)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

- Calegory * | Cltntlon of documant, wikh indicalitn, whare appropriats, of the nslevan pateages Pelevant 10 cialm No.
X TUMMALA R R; RYMASZEWSKI E J; EDITORS: 1-4,6
"Microelectronics Packaging Handbook"
1989 , VAN NOSTRAND REINHOLD , NEW YORK
. XP002214184
ISBN: 0-442-20578-3
Y page 367-371 1,3,4,6
page 541
A US 4 423 434 A (KOMATSU SHIGERU) 1-6
27 December 1983 {1983-12-27)
column 1, line 27 -column 1, 1ine 35
Y US 4 123 772 A (JANSSEN JOHANNES H H) 1,3,4,6
31 October 1978 (1978-10-31)
column 3, line 52 -column 4, line 2
column 8, line 62 -column 9, Jine 5;
) figures 1,2
®) — e

m Further documenis are listad in the contnuation of box G-

D Puzari temby mbmbers are lisied It anne.

'[-wmmmaumm-: P ——— o -
*A' document ihe peneral state of the priorky coadlict
e I i rna an whict ls nct clied 1o uncerstand the principis or theory underlying the

*E" earisr documani bul publishad on or altsrihe Intemalional
fiing dala

‘L' documant which Lhrow dou claimia]
A 1 Chati 1o S 108 pUCBcaln e ! et
chiadion or othar spacial mason (as speclied)

"C" documan referring lo an oral disciosure, uss, exhibition or
othar maans

*P* documani published prior to (he nternatianat but ntheat
mrmznﬂmmaw flng duia

“X* document of panicutar
cannot be considared novel or cannot be considersd o
nvolve sn invanive atep when tha document s takien alons

*¥* documani of paniculsr nelsvance; the ciaimed imention
cannat ba conaiderad 1o involve an inventive alep when e

manis, such combination baing obvicus to & parsen sidied
*8* documemt mamber of the same paianl lamily

raisvance; the clsimed imention

Dale of the actuad complstion of 1k Intarnational ssarch Outs of mailing ot the Intamstional search repan
20 September 2002 08/10/2002
Name and maling address of ihe 1SA Aulhorized officer
Patami Qifica, P.B. 5818 Paleniiagn 2
Tei 1+92-70) 2040, Tx. 31 851 apo .
Fa 100 Sd-gong | 0" 051 epo Cousins, D
Foxm PCTASAZA D {wacond sheat) Livly 1983) .
page 1 of 2

LS L

gy oy vty

-
g Ty —



1N | ERNATIONAL SEARCH REPORT

&

Wt sApplication No
Totarmation on stirk Tamily members PCT/IB 02/01211
n mant Publication Patent faml| Publication

d::‘ l:l m repart date membar(l)w date

US 4423434 A 27-12-1983 JP 56088350 A 17-07-1981
DE 3047300 Al 10-09-1981
eB 2065971 A ,B 01-07-1981

US 4123772 A 31-10-1978 ML 7308409 A 20-12-1974
AT 351598 B 10~08-1979
AT 496474 A 15-01-1979
AU 7006474 A 18~12-1975
BE 816526 Al 18-12-1974
CA 1012257 Al 14-06-1977
cH 574680 A5 15-04-1976
DE 2426954 Al 09-01-1975
ES 427289 Al 01-07-1976
FR 2233718 Al 10~01-1975
6B 1474812 A 25-05-1977
IT 1015088 B 10-05-1977
JP 967007 C 26-07-1979
P 50037397 A 08-04-1975
JP 54001438 B 24-01-1979
SE 386312 B 02-08-1976
SE 7407889 A 19-12-1974

JP 61071666 A  12-04-1986 NONE

Form PCTASAZZ 10 pelars tamily arnax) Buly 1003)

R X 7 o8 5 P T T/ P f prwor
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Formulario PCT/IB/304

TRATADO EOBRE LA COOPERACION INTERNACIONMAL
EN EL AREMA DE PATENTES (PCT)

PCT

NOTIFICACION SOBRE LA PRESENTACION O LA TRANSMISION
DE DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

(Instrucciones Administrativas PCT, Seccién 411)

De la OFICINA INTERNACIONAL

Para: SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES AG
C-IPR
Gubelstrasse 22
CH-6300 2ug, SUIZA

Fecha de envio: 04 Julio 2002

Referencia del solicitante o representante: 2001P11264W0O
NOTIFICACION IMPORTANTE

No. de solicitud internacional: PCT/IB02/01211

Fecha de solicitud internacional: 09 Abril 2002

Fecha de publicacidén internacional: No publicada todavia
Fecha de prioridad: 27 Junio 2001

Solicitante: SIEMENS METERING AG y colaboradores

1. Se le notifica al solicitante la fecha de recepcidn (excepto
cuando las letras "NR" parecen en la columna de la derecha) por
parte de 1la Oficina Internacional de los documentos de priori-
dad referentes a las solicitudes anteriores indicadas abajo. A
menaos que se indique otra cosa mediante un asterisco alL lade de
la fecha de recepcién o mediante las letras "NR" en la columna
de la derecha, el documento de prioridad en cuestién fue pre-
sentado o transmitido a la Oficina Internacional cumpliendo con
la Norma 17.1(a) o (b).

2. Esta notificaclén actualiza y reemplaza toda notificacién expe-
dida anteriormente respecto a la presentacidén o transmisién de

documentos de prioridad.



3. Un asterisco {*) que aparezca proximo a la fecha de recepcidn,
en la columna de la derecha, significa un documento de priori-
dad presentadc o transmitido a la Oficina Internacional pero
que no cumple con la Norma 17{(a) o (b). En tal caso se llama la
atencidn del solicitante sobre la Norma 17(c) gque dispone gque
ninguna oficina designada pasard por alto la reivindicacién de
prioridad en cuestidén antes de darle al solicitante una oportu-
nidad, al iniciarse la fase nacional, para suministrar el docu-
mento de prioridad dentro de un limite de tiempo que sea razo-

nable bajo las circunstancias dadas.

4. Llas letras "NR" que aparezcan en la columna de la derecha sig-
. nifican un documento de prioridad que no fue recibido por la

Oficina Internaciocnal o que el solicitante no solicito a la
Oficina receptora preparar y transmitir a la Oficina Interna-
cional, segin lo dispuesto por la Norma 17(a) o (b} respectiva-
mente. En tal caso se llama la atencién del solicitante sobre
la Norma 17{c) que dispone que ninguna oficina designada pasari
por alto la reivindicacién de prioridad en cuestién antes de
darle al solicitante una oportunidad, al iniclarse la fase na-
cional, para suministrar el documento de prioridad dentro de un
limite de tiempo que gea razonable bajo las circunstancias da-
das.

' Fecha de prioridad: 27 Junio 2001

No. de solicitud de prioridad: 101 30 591.5

Pais u Oficina regional u Oficina receptora PCT: Alemania (DE)

Fecha de recepcién documento de prioridad: 14 Mayo 2002

La Oficina Internacional de WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Ginebra, Suiza

Funcionario autorizado:
Khemais BRAHMI (firma)



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU
To:

SIEMENS BU! E'W mﬁ

C-IPR
Gubelstrasse 12 Visum
CH-8300 Zug

SUISSE €. 24 JULt 2002 ls

Not yat published

Dats of mailing (day/manth/yaar) v
04 July 2002 (04.07.02) _Viswie
Applicant’ t's file reforence ]
"o WPORTANT NGTCATIN
internations! application No. imarnational filing date (day/month/yesr)
PCT/1B02/01211 09 April 2002 {09.04.02)
International publication date (day/month/yesr) Priorhy date (day/month/yaar)

27 June 2001 (27.06.01)

Applicant

. SIEMENS METERING AG et al

clrcumstances.

1. The applicant Is hereby notified of the date of receipt (except where the lsttars "NR" appaar In the right-hand column) by the
International Dureau of the priority documantic] relating to the esrller sppllcstion(s) Indicatad betaw. Unlsss otherwise
Indicated by an asterisk appearing next to a date of recsipt, or by the letters “NR", In the right-hand column, the pricrity
dooumant concerned was submitted or transmitted to the Intermational Bursay in compilanas with Rula 17.1(s)} ar (b).

2. This updates and replaces any praviously Issued notification concerning submission or transmittsl of priority documents.

3. An asterisk{*) appsaring next to a dats of recelpt, In the right-hand oolumn, denotes s priority dasument submitted
or trangmiltted to tha International Buresu but nat In compliance with Rule 17.1{a) or (b). In such a case, the stitantion
of the applicant is directad to Rule 17.1{c) which provides that no designated Offios may disregard the priority clalm
concerned before giving the applicant an apportunity, upon entry inta the national phase, to furnish the priority document
within a time limit which is reasonable under the olrcumatances.

4. The lettars "NR" appearing In the ripht-hand column denote a priority document which was not recsived by the International
Bursau or which the applloant did not requast the recelving Offios to prepare and transmit to the Internstional Bureau,

| as provided by Rule 17.1{a) or (b), respectively. In such a cass, the sttantion of the applicarnt Is directad to Rula 17.1{c) whioh

provides that no designated Office may disregard the priority alaim concemneéd before glving the appliocant sn oppartunity,

upon entry Inta the national phase, to {urnish the priority document within a time limit whieh s reasonable under the

Erigritv date Prloritv apolisation o, Country or regional Office Date of recalot
ar PCT recalving Qtfica afprorty dogumant
' 27 June 2001 {27.06.01) 101 30 5§91.5 DE 14 May 2002 (14.05.02)
The Intarnational Suresu of WIPO Authorized offlcer At
34, chemin des Colombottes Khemals BRAHMI

1211 Geneva 20, Switzerland
Facsimile No. (41-22) 740.14.356

Telephona No. (41-22) 338.83.38

Form PCTAR/0S {July 1888)

004858013

.- .
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Formulario PCT/ISA/210

REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Internaclional No. PCT/IB 02/01211

A. CLASIFICACION DEL ASUNTO

IPC 7 HO1L43/04, HO1L21/60

De acuerdo con la Clasificacién Internacional de Patentes (IPC) o
tanto con la clasificaclén nacional como con la IPC.

B. AREAS BUSCADAS

Material minimo de examen sometido a bisqueda (sistema de clasifica-
ciétn segquide por simbolos de clasificacién):
IPC 7 HO1L

Documentacién buscada que no hace parte del material minimo de exa-
men, 8i ella pertenece a las Areas buscadas: -

Base de datos electrénica consultada durante la b@squada internacio-
nal (nombre de la base de datos, términos de bisqueda usados)
EPO-Internal, PAJ, WPI Data,

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoria® _ Documento _No. de refvindicacién relevante

X TUMMALA R R; RYMASZEWSK] E J; EDITORS: 14,6
“Microlectronics Packaging Handbook”
1989, VAN NOSTRAND REINHOLD, NEW YORK
KP002214184
ISBN: 0-442-20578-3

Y pdgina 367-371 1-3,4,6
pagina 541

A US 4 423 434 A {KOMATSU SHIGERU) 1-6
27 Diciembre 1983
columna 1, linea 27 -columna 1, linea 35

Y US 4 123 772 A (JANSSEN JOHANNES H H) 1,3,4,6
31 Octubre 1978
columna 3, linea 52 - columna 4, linea 2
columna 8, finea 62 - columna 9, finea 5;
figuras 1, 2

- immpan i ¥ ch ey . DR R it el T
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En la continuacidén del Campo C se citan otros documentos

X Ver en Anexc miembros de la familia de patentes

* Categorias especiales de los documentos cltados:

"A" Documento que define el estado general de la técnica y que
no es considerado como particularmente relevante.

"E" Documento anterior pero publicado en la fecha de presentacién
internacional o posteriormenfe.

"L" documento que puede hacer aparecer dudosa la reivindicacién
de prioridad o qgue se cita para establecerla fecha de publica-
cién de otro documento ¢ por otra razén especial (especificada)

"o" Documento referente a una revelacliédn oral, un uso, una exhibi-
cién u otros medios.

"P" Documento publicado antes de la fecha de presentacién interna-
cional pero después de la fecha de prioridad reivindicada.

"T" Documento posterior publicado después de la fecha de presenta-
cién internacional o de la fecha de prioridad y que no esta en
conflicto con la solicitud pero que se cita para comprender el
principio ¢ la teoria subyacente a la invencién.

"X" Documento de particular relevancia; la invencién reivindicada
no puede ser considerada novedosa o no puede ser considerada
basada en una actividad inventiva cuando el documento se toma
individuvalmente

"Y" Documento de particular relevancia; no se puede considerar que
la invencidn reivindicada involucre un paso inventivo cuando el
documento se combina con uno ¢ con varios de dichos documentos,
siendo tal combinacidén obvia para las personas que tienen
experiencia en este campo de la técnica.

"&" Documento miembro de la misma familia de patentes

Fecha de la conclusién de 1la bdsqueda internacional:
20de Septiembre del 2002

Fecha de envio del reporte de bisqueda internacional:
08/10/2002

Nombre y direccién postal de la autoridad internacional de bdsqgueda:
Oficina Europea de Patentes
P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswiijk

Funcionario autorizado:
Cousins, D

- = » r——— - " e e . e s S



REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Informacién sobre miembros de la familia de patentes

Solicitud internacional No. PCT/IB 02/01211

Documento Patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de

en el reporte de bisqueda publicacién familia de patentes publicacién

US 4423434 A 27-12-1983 IP 56088350 A 1707-1981
DE 3047300 At 10-09-1981
GB 2065971 A,B 01-07-1981

US 4123772 A 31-10-1978 NL 7308409 A 20-12-1974
AT 3515888 10-08-1979
AT 496474 A 15-01-1979
AU 7006474 A 18-12-1975
BE 816526 A1 18-12-1974
CA 1012257 A1 14-06-1977
CH 574680 AS 15-04-1976
DE 2426954 A1 09-01-1975
ES 427289 A1 01-07-1976
FR 2233718 A1 10-01-1975
GB  1474812A 25-05-1977
M 10150888 10-05-1977
IP 967007 C 26-07-1979
JP 50037397 A 08-04-1975
IP 540014388 24-01-1979
SE 386312B 02-08-1976
SE 7407889 A 19-12-1974

IP 61071666 A 12-04-1986 NINGUNO

e m———— e



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENAHBEIT AUF DEM

b GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Akienzeichen des Anmeiderns oder Arwalis
LZ118-WO

WEITERES VORGEHEN o el toer e e e . "

intsmationales Akisnxeichen
PCTABO2D1211

Intemationaies Anmeidedatum {Taghfonatilahy)
09.04.2002

Prioftitadatum (TagMonatiahy)
27.08.2001

HO1L4304

intsmationals Patentkiassifiiation (IPK) oder nationale Kiase!fiation und IPK

Anmaider
LANDIS+GYR AG et al.

Q

‘ 2 Dieser BERICHT umfabt inagesant 4 Biitier einachlieBiich dieses Deckbiaits.

Diese Aniagen umfassen Insgesamt 2 Biatter,

1.  Dleser Intermationale vorilufige Prifungsbericht wunde von dar mit der Intemationalen voriufigen Prilfung
baauftragten BehOrde emtellt und wird dem Anmelder gemi8 Artikel 36 Obermitteit.

B  AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bel; dabel handelt es sich um Bitter mit Beschrelbungen, Ansprichen
undbdar Zelchnungen, die gedndert wurden und diesem Bericht

zugrunde liegen, undbdsr Blattar mit vor dieser
goéh'l%rdovommmmmn Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtinlen 2um

3. Dieasr Baricht enthiil Angaben zu foigenden Puniten:

| & Grundiage des Beacheids
... Il O Prortat
4 il O Keine Ersteliung eines Gutachtens dber NeuheR, erfindarische Tatigkek und gewerbliche Anwendbarkelt
IV 0O Mangeinde Elnhaltlichieit der Erfindung
V B Begrindste Feststaliung nach Ragel 668.2 a)ll) hinsichiich der Neuhelt, der erfinderiachen Tatigkait und der
. gewerblichen Anwendbarielt; Unteriagen und Eridirungen zur Stdtzung dieser Fesiateliung
VI [ Bestimmie angstihrie Unierlagen
Vil O Bestimmte Mangel der Intemationalen Anmeidung
Vil 00 Bestimmis Bemeriungen zur intemationalen Anmeldung
Datum der Elnreichung das Antrags Datum der Fertigsteliung dissss Berichis
10.01.2003 90.00.2003
Name und Postanachrift der mit der Intemationalen Priifu Badiensiatar
tanschi r r ng Bevolimichiigier
——  Europillaches Patentamt
3 D-80298 Mnchen Coueins, D
Tel, +49 B 2309 - 0 Tt 523058 spmu d
— Fax +40 88 2399 - 4485 Tel. +48 88 2359-27569

Fommblatt PCTIPEA/408 (Deckbiatl) (Januar 1994)
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT Intemationales Aktenzeichen PCTAB0201211

. Grundiage des Berichts

1. Hinsichtlich der Bestandtelle der intemationalen Anmeldung (Ersaizbidtter, die dem Anmekleamt auf eine
Auflorderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, geiten im Rahmen dieses Berichts alg "
eingereicht” und sind ihm nicht beigeligl, well sie keine Anderungen enthalten (Regein 70.16 und 70.17)).

Beschrelbung, Seiten

1-7 in der urspriinglich eingereichten Fassung
Ansprilche, Nr.

O 1-5 eingegangen am 06.06.2003 mit Telefax
Zsichnungen, Blitter

. 12-22 in der urspriinglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehand genannten Bestandtelle standen der Behdrde in der Sprache, In der
dle imtemationale Anmeidung elngereicht worden ist, zur Verfdgung oder wurden In dieser eingereicht, sofem
unter diesem Punit nichts anderes angegeben Ist.

Dle Bastandteile standan der Behrde in der Sprache:  zur VerfGgung bzw. wurden In dieser Sprache
eingereicht; dabsi handett as sich um

O gle Spmbc)l)er Ubersetzung, die filr die Zwecke der Intemationalen Recherche eingerelsht worden ist (nach
Begel 23. .

O die Verdtientlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).

O die Sprache der Ubersetzung, die fiir die Zwecke der intemationalen voriufigen Prifung eingereicht
worden lst (nach Regel 55.2 undoder 55.3).

. 3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undioder Aminosiiuressquenz ist die
~’ interationale voridufige Prifung aut der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefihrt worden, das:

in der intemationalen Anmeldung in schriftichar Form enthalten Ist.

zusammen mit der intemationalen Anmeldung In computerlasbarer Form singereicht worden lst.
bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behdrde nachtriglich in computeriesbarer Form elngerelcht wordan ist.

Die Erklérung, daB das nachtriglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Gber den
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunit hinausgeht, wurde vorgelegt.

Dle Erkdrung, daB die In computeriesbarer Form erassten Informationen dem achriftlichen
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Autgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen forigefallen:
O Beschreibung, Seiten:

O Anspriche, Nr.:
O Zeichnungen, Blatt:

O Oooadaoag

Formblatt PCTAPEA/409 {Jull 1908)
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT Intemnationales Aktenzelichen PCTAB0201211

5. O Dieser Bericht st chne Beriicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den
angegebenen Griinden nach Auffassung der Behbrde Ober den Offenbarungsgehalt in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

g:gEmlzt;Hﬂer. die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diasem Bericht

6. Etwalge zusitzliche Bemarkungen:

- TTITIY S A et LT T I L, 5 g VUSRSl e A PR

V. Bagriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Titigksit und der
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Eridirungen zur Stiltzung dieser Feststellung

g

1. Feststellung
(O Neuhstt (N) : Ja:  Anspriche 1-5
Nein: Anspriiche .
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja Anspriche 1-5 :
Nein: Anspriche .

Gowerbliche Anwendbarkelt (IA) Ja: Anspriiche: 1-5
Neln: Anspriche:

ARy e b me

2. Unterlagen und Erid&rungen:
slehe Belblatt

L

Formbiatt PCTAPEA/408 (Jull 1998)
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" Formbiatt PCT/Balblati/409 (Biait 1) (EPA-Apr 1967)

@

INTERNATIONALER VORLAUFIGER intemationales Aktenzeichen PCT/IB02/01211
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT :

1.

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D2: US-A-4 423 434 (KOMATSU SHIGERU) 27. Dezember 1983 (1883-12-27)
D3: US-A-4 123 772 (JANSSEN JOHANNES H H) 31. Oktober 1978 (1878-10-
31) '

D4: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 240 (E-429), 19. August
1986 (1986-08-19) & JP 61 071866 A (ASAHI KASEI DENSHI KK;OTHERS: 01),
12. April 1986 (1986-04-12)

Eine Chip-Anordnung mit einem in einer aktiven Halbleitermaterialschicht
angeordneten Hallelement ist aus D3 (sishe Spalte 8, Zsile 62 - Spalte 9, Zeile 2;
Figuren 1,2) bekannt, wobei diese Halbleitermatsrialschicht einen ersten Bereich
mit dem Hallelement und einen zweiten Bereich mit einer Anzahl Kontakten fir
eine elektrische Kontaktierung umfasst. D3 befasst sich mit der Art von
Verpackung des Bauelementes nicht.

Der Gegenstand der voriiegenden Anmeldung gem#éB dem Anspruch 1
unterscheidet sich davon dadurch, daB der Bereich mit dem Hallelement Obermagt
den Bereich mit den Kontakten balkonartig.

Die objektive Aufgabe der vorliegenden Anmeldung kann m Hinblick auf den mit
D3 gegebenen Stand der Technik daher darin gesehen werden, ein Hallelement
zu verpacken, wobei die mechanischen Spannungen durch die extemen Kontakte
vermieden werden sollten.

D2 (siehe Spalte 1) beschreibt die durch Piezoeffekten entstehenden
mechanischen Spannungen in Halbleiterbauslementen. D4 beschreibt ein
Hallelement, das Gberlappend mit einerTragerplatte befestigt ist.

Dem Fachmann ist es geléufig, elektrischen Bauelementen mittels des Flip-Chip-
Verfahrens auf ein Substrat aufzubringen. Fir den Fachmann ist es jedoch aus
dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch Ist es naheliegend, das
obenerwéhnte Problem durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1
vorgeschlagenen Merkmale zu I5sen.

-
Ty ‘.
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Formulario PCT/IPEAR/409
TRATADO DE COOPERACION EN PATENTES

PCT

REPORTE DEL EXAMEN INTERNACIONAL PRELIMINAR

(Articulo 36 y Norma 70 PCT)

Referencia del solicitante o abogado: LZ119/WO

PROCEDIMIENTO ADICIOMAIL: Ver Notificaciétn sobre el envio del reporte
de examen internacional provisional (Férmato PCT/IPEA/416)

No. de referencia internacional: PCT/IB02/01211

Fecha de solicitud internacional: 09.04.2002

Fecha de prioridad: 27.06.2001

Clasificacién Internacional de Patentes {IPC) o Clasificacién
Nacional e IPC: HO1L43/04

Solicitante:

LANDIS + GYR AG y colaboradores

1. La autoridad encargada del examen internacional provisional

elabord el reporte del examen internaciocnal provisional y lo
envidé al solicitante de conformidad con el Articulo 36.

2. Este REPORTE comprende en total 4 hojas incluyendo esta hoja
de cubierta

X Ademas se adjuntan a este reporte ANEXOS:; se trata de hojas

con

descripciones, reivindicaciones y/o dibujos que fueron

modificados y son fundamento de este reporte, y/u hojas con
correcciones efectuadas por esta autoridad (ver Norma 70.16
y Seccién 607 de las Pautas Administrativas del PCT).

Estos Anexos comprenden en total 2 hojas.

3. Este reporte contiene informaciones y las corregspondientes pi-
ginas respecto a los siguientes puntos:

1 X
T _
111 _
v
v ooox

Base del reporte

Prioridad

Ninguna elaboracién de un reporte sobre la novedad,
la actividad inventiva y la aplicabllidad industrial
Falta de unidad de la invencidn

Verificacion fundamentada conforme el articulo 35(2)
respecto a la novedad, la actividad inventiva y la
aplicabilidad industrial; documentos y explicaciones
para apovar dicha veriflcacioén



VI _ Determinados documentos citados
VII _ Determinadas deficiencias de la solicitud internacional
VIII _ Determinadas observaciones a la solicitud internacional

Fecha de entrega de la solicitud de examen preliminar internacional:
10.01.2003

Fecha de elaboracidn de este reporte:
30.09.2003

Nombre y direccién postal de la autoridad encargada del examen in-
ternacional de provisional:

Oficina Europea de Patentes

D-80298 Munich

‘ Funcionario autorizado:
Cousinsg, D

P e S . -



REPORTE DEL EXAMEN INTERNACIONAL PROVISIONAL
No. de referencia internacional PCT/IB02/(1211

I. Base del reporte
1. Respecto a los elementos de la solicitud internacional:

Descripcién, paginas

1.7 en la versidn entregada originalmente

Reivindicaciones, No.

15 recibidas el 06.06.2003 via Fax

Dibujos, hojas

1/2.2/2 en la versién entregada originalmente

2. Respecto al idioma, todos los elementos marcados arriba fueron suministrados a esta
Autoridad en el idioma en que fue presentada la solicitud internacional, a menos que se
indique otra cosa distinta en este punto.

Estos elementos fueron suministrados a esta Autoridad en el idioma que es:

- ¢l idioma de una traduccién suministrado para fines de la blisqueda internacional
(Norma 23.1(b))

- el idioma de publicacién de la solicitud internacional (Norma 48.3(b))

- el idioma de 1a traduccién entregada para fines de el examen preliminar interna-
cional (Norma 55.2 y/o0 55.3)

3. Respecto a la secuencia nucledtida y/o de aminoécidos revelada en |a solicitud interna-
cional, el examen internacional provisional se llevS a cabo sobre la base del protocolo de
secuencia que:

_ estéd contenido en forma escrita en la solicitud internacional.

. fue entregado junto con la solicitud internacional en forma legible por computadora.

— fue entregado posteriormente a la autoridad en forma escrita.

.. fue entregado posteriormente a la autoridad en forma legible por computadora,

. Se presentd |a declaracién de que el protocolo de secuencia escrito entregado poste-
riormente no va més alld del contenido revelado en la solicitud internacional.

_. Se presenid 1a declaracién de que las informaciones registradas en forma legible por
computadora corresponden al protocolo de secuencia escrito.

4_ _ Las enmiendas han resultado en la cancelacién de:
_. la descripcién, paginas
.. las reivindicaciones, No.
—. los dibujos hojas/fig



5. _ Este reporte se ha establecido como si {algunas de) las enmiendas no se hubieran
hecho, ya que se considera que ellas van més allé de |a revelacién presentada, como
se indica en la Casilla Suplementaria (Norma 70.2(c)).

6. Eventuales observaciones adicionales: -

V. Vaerificacién fundamentada da conformidad con el Articulo 35(2)
respecto a novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial;
documantos y explicaciones para sustantar esta verificaaién

1. Verificacién

Novedad Si: Reivindicaciones 1-5

No: Reivindicaciones

Actividad inventiva Si: Reivindicaciones 1-5

No: Reivindicaciones
Aplicabilidad industrial Si: Reivindicaclones 1-5

No: Reivindicaciones

2. Dbcumentos Yy explicaciones

Ver Boja Adjunta
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3.

~

raslapandose’ con una placa de soporte.

-

Se llama la atencibn- obre}los sigulentes documentos:

D2: US-A-4 423 434 (KO U SHIGERU) 27 Diciembre 1983

D3: US-A-4 123 772 (JANSSEN JOHANNES H H) 31 Octubre 1978
D4: RESUMEN DE PATENTES DE JAPON vol. (010, No. 240 (E-429)
19 Agosto 1986 & JP 61 071666 A (ASAHI KASEI DENSHI KK;
OTRPS:01) 12 Abril 1986

Una disposicién de chip con un componente eléctrico dis-

puesto en una capa activa de material semiconductor se co-
noce ya en D3 (ver columna 8, linea 62 - columna 9, linea
2; Figuras 1,2), en dicha disposicién esa capa de material
semiconductor comprende una primera Area con el componente
eléctrico y una segunda Area con varlos contactos para una
conexiétn eléctrica. D3 no se ocupa del tipc de empague del

componente eléctrico. -
e, . g

\--_

El objeto de la presente solicitud conforme a la reivindi-
cacién 1 se diferencia de la disposicién de D3 por el he-

cho de que la zona con el componente eléctrico sobresales

a modo de balcéq;ifégg>la zoné<£§§5105 contactos.
_-______.-——

La tarea objetiva de la presente invenclén con féépecto al
estado de la técnica dado con D3 no se puede por consgi-
guiente ver en empacar un componente eléctrico, para lo
cual se deberian evitar las tenslones mecanicas por parte

de los contactos externos.

D2 (ver columna 1) describe las tensiones mecdnicas en los

componentes semiconductores surgidas por los piezoefec- ( :;
tos.D4 describe un componente eléctrico glhe esta fijad

Para los especlalistas es usual aplicaxr sobre/un substrato
un componente eléctrico mediante un procedimiento "Flip-
Chip". Perc para los especialistas no es conocido ni re-
sulta obvio a partir del actual estado de la técnica solu-
cionar el problema arriba mencionado mediante las caracte-
risticas sugeridas en la parte caracterizante de la rei-

vindicacién 1,

Rl I Lol T - LT . oa naRmd AsmamEE w 48 me = e mw ot ommsr



[TRADUCCION OFICIAL DEL INGLES]

CERTIIFICADO NOTARIAL

Se certifica la autenticidad de la firma de
Apellido: Petr Nombre: Jan
Ciudadano de: Zug Domiciliado en: Zug

Zug (Suiza), 12 Diciembre 2003

DR. RAOUL BUSSMANN, NOTARIO (Firma y Sello Oficial)

CERTIFICADC NOTARIAL

El suscrito Notario Pdblico del Cantén de Zug certifica que las fir-
mas del Seflor Robert Haas, ciudadano de Luzerna y Horw domiciliado
en Kriens y del Sefior Marcel Schirbach, ciudadano de Alemania domi-
ciliado en Wollerau, son auténticas.

Se certifica ademids que el Seflor Robert Haas y el Sefior Marcel
Schirbach se encuentran autorizados para firmar c¢onjuntamente en
nombre de Landis+Gyr AG domiciliada en 2ug, Suiza, una compafiia de-
bidamente organizada y registrada de conformidad con las leyes de
Suiza.

Zug, 12 Diciembre 2003

DR. RAOUL BUSSMANN, NOTARIO (Firma y Sello Oficial)

APOSTILLA
{Convencién de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. Pais: Confederacién Suiza, Cantén de Zug
Este documento piblico
2. Ha sido firmado por: Racul Bussmann
3. En su calidad de: Notario Pablico
4. Y lleva el sello del: Notario Piblico del Cantén de Zug

Certificado

5. En: 6300 Zug

6. El dia: 12 de Diciembre del 2003

7. Por: La Cancilleria de Estado del Cantén de Zug
8. Bajo el No.: 7551/03

9, Sello: CANCILLERIA DE ESTADO CANTON DE ZUG /
10. Firma: Rolf Iten M. Mi': §

JOSE MIGHEL MENDEZ

Traductor ONcial

Rer. 911 de Maye 1988 MINJUBTIGIA
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PATENTANWAELTE

AGENTUR GEGRONDET fase
Apartados Adreos 998 - 5182
Kabel: "HERALDO"
BOGOTA, Colombla, 8. A

Vollisachi (Or Mnignit-und Waransaichenan

meldungon, Nolericlle und kansularische

leglaublgung erforderieh. Firmenunters-

ehri(ten Ren ol wrmerk des Ne-
s,

COLOMBIA

Poder General

1 Landie+Gyr AG

domicillado on (2) Feldstrasse 1 _

CH-6300 Zug
SUIZA
nombra of Dr. MARTA DEI._CONSUELQ

ZARAMA . URDANETAx fo- FERNANDO

PEREZ CABALLERO

domiclliados en Bogotd, Repdblica de Colom-
bla, con direcclén en la

. de la misma cludad, como sus repre-
santantes con poder sspecial amplio y eufi-
clents, para recabar de laa oficines y sutoride-

des Colomblanae, adminiatrativas, Judiciales o
de pollcla, an primem o s instancla, Ia
obtencidn de Pstentea da Invencidn, Reglatro
de Marcas, ds Modsios y ds Dibujos Industria-
l#s, de Nombres Comerciales y Ensefins, lo mis-
mo mﬂ: traspasos, extsnsiones, renovacienes,
ca de nombre, registro de [loencias de
oxplotacién y registro de licencias de uso refe-
rentes a tales actuaclones. a cuyo efecto las
facula para der ante dichaw sutoridedes todos
los pasos necesarlos ul objeto Indicado, alevar
acolicitudes, formular descripciones,” enmiendas,
protastas, declaraciones,’ spelsciones y recls-
mos, solicitar Is aplicecion de medidas cauiwia-
res, acaptar en nuestro nombre y representa
cién la Cesién da darschos de Invencldn y de
patents de Invencién qus se nos hapa por cual
quler persona, sbonar todos los Impuestos. cuo-
tan o3 determinedos por [a ley, recibir to-
dos los mentoa y valores dando sl deacar-
go respectivo, llenar cumiesquiera ctros Isl-
tos, deslatir y tomar en fin todas Ias madidos
que creyeren conducentss al resguardo de
nuu:nln Intereass y lun caso de prnodnurle
oposiciones para que Intarvengan como deman-
dantes o como demandados, con todns lae des-
mds facultades logales necesarias. Este poder
comprende ademés las facultades de recibir, de-
sistir, trunsiglr, compromater, sustituir, revocar
austitucionss, reclbir notificaciones y nombrar
apoderados judiclales o extrajudiciales.

Dado y firmado en (4)

Ganeralvollmasht

(1) landis+Gyr AG

wohnhaft In (2) Feldstrasse 1
CH-6300 Zug

Switzerland :
ormennon Dr. MARTA-_DEL-CONSUKLO--
ZARAMA--URDANETA—und/odex——
FERNANDO PEREZ CAMALLERO

wohnhaft In Bogotd, Republlk Kolumblen, An-
sohrift

ds-
selhat zu Ihren Vertretern mit spexzieller, sus-
edshnter und myreichender Volimacht, um von
kolumblanischen Verwaltunge-und Pollzeibe-
horden oder Gerichtsn erster und xwelter Ins-
tenz dis Ertellung von Patentsn, Eintregung von
Warenzeichen, Modellsn und Industriellan Zel
chnungen, von Handelsbezelchnungen und am-
blemen, deagieichen Uebertragungen, Erwelite-
rungen, Emsuerungen, Namensanderungen, die
Elntragung von Lixizenzen mur gewerblichen Aus-
bnutunt sowie von sviche Ausulung betreffen-
den Gebrauchslizerzen zu erlungen, 2 walchem
Zwecke sle die Vorgenannten ermachtigen. bal
besagton Behorden oder Gerichten alls hiexu
arforderlichen Schritte xzu tun, Antrage zu ste-
flen. Beachrelbungon, Zusstze, Elnspriche, Er-
kisrungen, Berufungen und Beschwardeschriften
abrufossen, vorbeugends Massnahmen xu baan-
tragen, In unzerem Nansn und sn unsrerstatt
dle von wem Immer wrrnummand Abtretung
von Erfinderrechten oder Ansprichen aus Paten-
ten entgegonzunehmen, slls gesstzlich vorge-
sehenen Steuemn, Raten und sonstigen Zahlugen
gogen Basehel :’m‘:; it l.f‘m'rpfAn
gogen Be nigun ar tung In ang
:ilunal'lnan. | lchan lwcrn Erfot.;rdm
en nachmikommen, von Woelterverl
abrustehen, kurz alle Nassnahmen zu lrun?l:'.
dia alo zur Wahrung unserer Belange fir zweck.
masalg halten, oder bel Erhebung von Elnlfrn-
chen, sel ea als Kisger oder Bokiagte, mit allen
Obrigen - gesetzlich erforderiichen Befugnissen
aufzutreten. Diesa Volimacht umfasat ferner die
Befugnis zur Annshme, Verzicht, Verglaich, Ver-
pHi g. anliltllulmnqg:‘ und deran Wide-
Erarioung, gerichtliches cam aunden scuda 2ur
: gel w or
Bevolimachtigter. sageric

Gageben und" GritsHertigt In"(4)
_zug fTtaprid 2003

e Ao kN 7
et @ &::el SGI71RDAG1 / t HAAS
Procurator y Head F&C

La declaraclén Notarlal a la vuelta
Die notarlelle Beglaublgung um seitlg.
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NOTARIAL CERTIFICATE

The undersigned Nolary Public of the Canton of Zug, 1)r, Raoul Bussmann, Zug, certi-
fics herewith thet the signaturcs of Mr Robert [aas, citizen of Luzern and Horw, resi-

dent in Kriens and Mr Marcel Schirbach, citizen of Gennany, rerident in Wollerau, ore
authentic.

Further it is confirmed that Mr Robert 1laas and Mr Marcel Schirbach are authorized to

sign jointly on behalf of Landis+Gyr AG, Zug, Switzerland, a conpany duly arganized
and registered under the laws of Switzerlund.

Zug, 17 April, 2003 ‘I'ic Notary Public:

APQOSTILLE
(Convention da La Hays du 5 oclebre 1801)

1. Lanck: Gciwaizeriachs Eidgencesarsohaft, Kanton Zug
Courtry: Bwiea Confedarntion, Canton of Zvg
Digas Sffantliche Uriainds / This publio dooumant

2 e wwM./_&am

Mhhw;mf‘% = :

S X

y Igt / Cartlfied

5.l /%0802 8.amfthe e
7, durch e Sizstebarael des Kenior Zug
29

10, Unterechuif / Bignare

Raolt tan

" ——
.

-



[Traduccidn Oficial del Inglés)

CERTIFICADO NOTARIAL

El suscrito Notario Pidblico del Cantén de Zug, Dr. Raoul Bussmann,

Zug, certifica que las firmas del Sr. Robert Haas, ciudadano de

Lucerna y Horw domiciliado en Kriens, y del Sr. Marcel Schirbach,

ciudadano alemdn domiciliado en Wollerau, son auténticas.

Se confirma ademas que el Sr. Robert Haas y el Sr. Marcel Schirbach

estan autorizados para firmar conjuntamente en nombre de la compafiia

Landis+Gyr AG, domiciliada en Zug, Suiza, una compafia debidamente

organizada y registrada conforme a las leyes Suizas.

Zug, 17 Abril 2003

Dr. Raoul Bussmann, Notario Pdblico

(Firma y Sello Oficial)

APOSTILLA
(Convencidn de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

Pals: Confederacidén Suiza, Cantén de Zug

Este documento publico

Ha sido firmado por: Racul Bussmann

En su calidad de: Notario Pdblico

Y lleva el sello oficial del: Notario Piblico del

Cantdn de Zug
Confirmado

En: 6300 Zug

El dia: 20 Noviembre 2003

Por: Cancilleria de Estado del Cantén de Zug
Bajo el No.: 6786/03

Sello: CANCILLERIA DE ESTADO DEL CANTON DE ZUG
Firma: Rolf Iten

Traductor Ofiela!
Res, 911 de Meys 1988 minuusitun /‘
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CESION DE INVENCION

CONSIDERANDO QUE, Yo(nosotros) como Inventor{es), resldente(s)
on la(s) direccidni{as) Indicada(s) junto a mi(nuestro) nombre(s},
ha(hemos) Inventado:

CONSIDERANDO QUE,

Que tlene su domiciiio lagal principal en:

(de aqul en adalanta referida como la "Ceslonaria®) desea adquirr el
total y exclusivo deracho, titulc e Interés, sobre dicha Invendién, y
cualquiera y todas las Patentes que puadan ser otorgadas de ésta en
Colombla.

AHORA, POR CONSIGUIENTE, en consideracidn de Un délar ($1.00
manada de los Estadoa Unidos), dal cuaf se acusa aqul recibo, par la
presente vendo{emocs), cedolemos) y transflero{erimos) a la
Ceelonaria, sus sucesores, ceslonarias u otros representanias
legales, los derechas complatoa y exclusivos, ttulo e Interds en y
para dicha Invendén y cuslquiera ¥ todas Ias soliciiudes, divisionales
0 substtudones do dichas solidiudes y cualqulera y todos los titulos
de patents que puedan ser oiorpados en Colombla respecto a dsta,

todo ef tdrmino o términos para los que dichas patentes puedan

otorgadas; y de ahora en adelants, le Ceslonarda pueds

iderarse la duefla de los derechos de 1a Invencidn, pama
explotaria y hacer uso de ella como la convenga, sin ningin poaible
reclama posterior per parte del{os) inventor{es), en ninguna forma ni
en ningin tiempa.

e LZ119-WO-CO @

ASBSIGNMENT OF INVENTION

WHEREAS, |(we) as{a) below namad inventor(s), having residance
at the address{es) stated below next to my(cur) name(s), have
Invented a(an);

Columblan Patent Application, based on PCT/IB02/01211
"Arrangement for reducing the plezoelsciric effects In at least
one elscirical component which s ssneitive to plexoelectric
effects and arranged In an active layer of semiconductor
material®

WHEREAS,

Landis+Qyr AG

Having s principal place of business at
Feldstrasss 1; CH-8301 Zug, Switzeriand

(hervinafior referred to Ba the "Assignse”) deslres to acquire the
antire and exclusive right, tile and Intarest In, to and under sald
Invention and may and all Loliers Patent that may be prantad
therefrom In Columbia.

NOW THEREFORE, In conslderation of one dellar ($1.00 U.S.
currency), receipt of which le hereby acknowledged, i{we)
heraby sall, assign and tansfer to the Asaignes, Iis
successors, assigns or other legal representatives, the entirs
and exclusive right, tile and Interest In and fo sald Invention
and any and all applications, divisions or substitutes of sald
applications and any and all Letters Patent that may be
granted In Columbla In thia connection, for the full term or
terms for which said Letters Patent may be granted therefrom;
and from now on, the Assignee can be considersd the owner
of the Invention rights, to work it and use It In any convenlent
manner for the Assignee, without any possible future claim
from the Inventor({s), by any way nor at any tima.

INVENTOR
INVENTOR'S NAME / NOMBRE DEL INVENTOR: PETR, Jan
RESIDENCE / DOMICILIO: Siolrangrabanstrasse
CH-8317 Oberwll
Switrariand
DATE / FECHA 4.42.720073
/j?\
F I
SIGNATURE / FIRMA 1

glGNEE‘S NAME / NOMBRE DE LA CESIONARIA: Landle+@yr AQ

DATE / FECHA:

SIGNATURE / FIRMA: )
SIGNATORY'S NAME / NOMBRE DEL SIGNATARIO:;

Qi 6D

| Schirbagh’ Procurator

£

4
%,
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AoGLAUBIGUNG/INOTARIAL CERTIFICATE
Dic Echtheit der Unterschrift von/

“The authenticity of the signature of rerame /_é”
::“r: 2’ *’ Preriame:

- Wohnort: -
Dirgerort: . Y.
Citiﬁmhip: Z” 3 Residence: Z .

wird beglaubigt/ is certified. Zug (Switzerland), den/the i2 Doz 2003
irechtsanwalt/Attc: cy-nt-Law: '
{rkundsperson/Nenery Public of the Canton of Zug:

ir lig mit Lskvah ez 2mpel/Only valid with netary’s stamn}

NOTARIAL CERTIFICATE

The undersigned Notary Public of the Canton of Zug certifies herewith that the signa-
tures of Mr Robert Haas, citizen of Luzemn and Horw, resident in Kriens and Mr Mar-
cel Schirbach, citizen of Germany, resident in Wollerau, are authentic.

Further it is confirmed that Mr Robert Haas and Mr Marcel Schirbach are authorized to

sign jointly on behalf of Landis+Gyr AG, Zug, Switzerland, a company duly organized
and registered under the laws of Switzerland.

Zug, 12 December, 2003 The Notary Public:

APOSTILLE
{Corvention da La Hays du 5 nctobrm 1081)
1. Land: Schweizeriache Eldgenossnnachaft, Kerrton Zug
Counfry: Swisa Confedaration, Conton of Zug
Dicas 3ffentliche Urikemds / Thia pubiic doctmaent

2. Ist ym*erechrieban von j_r

hon been slgnnd by _Wm.
4. In der Elgenachaft als ‘ -

scting In tha capncity of . o=t

5.\n /0 8300 2ug 8. am/the
7. durch die Steatskariel das Kantons Zug
wmdmﬁo‘fﬂl’wq‘m
8, urter / ureler N: I;d 10, Urterachri® / Signature
KON @ymmpel/Slegel / Stamp
» o

g » 7. AL

iiﬁh‘ Teidsd
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(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA DE CONFORMIDAD CON
EL TRATARDO DE COCOPERACION EN PATENTES (PCT)

(i9) Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual
ficina Internacional

{(43) Fecha de publicacién internacional: 9 Enero 2003

(10) Numero de publicacién internacional: WO 03/003480 Al
BCT

{51) Clasificaci6n internacional de patentes’: HO1lL 43/04, 21/60
(21) Nimero de referencia internacional: PCT/IB02/01211

{(22) Fecha de solicitud internacional: 9 Abril 2002

(25) Idioma de presentacién: Alemdn

{26) Idioma de publicacién: Aleman

(30) Fechas referentes a la prioridad:
101 30 591.5 27 Junio 2001 DE

(71) Solicitante (para todos los paises de la designacldn excepto
E.U.): SIEMENS METERING AG [CH/CH]; Feldstrasse 1, CH-6300 2ug
(CH)

{72} Inventor;
inventor/Solicitante (Unicamente para E.U.): PETR, Jan
{CH/CH]; Stolzengrabenstrasse, CH-6317 Oberwil (CH).

(81) Palses designados (nacional): AE, AG, AL, AM, AT, AU,
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, Bz, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR,
HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ,
OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ2, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZIM, IW.

{64) Palises designados (regional): Patente ARIPO (GH, GM, KE,
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, 2W), Patente Eurasia
{AM, AZ, BY, KG, Kz, MD, RU, TJ, TM}, Patente Europea
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,
MC, NL, PT, SE, TR), Patente OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publicada:
- con Reporte de Bisqueda Internacional.

Para vna explicacién de los cédigos de dos letras y las otras abre-
viaturas, se hace referencia a las explicaciones ("Notas Gula sobre
Cédigos y Abreviaturas") al principio de cada edicién regular de la
Gaceta PCT.



{54) Titulo: DISPOSICION PARA LA REDUCCION DE LOS EFECTOS

PIEZOELECTRICOS EN AL MENOS UN COMPONENTE ELECTRICO QUE ES
SENSIBLE A LOS EFECTOS PIEZOELECTRICOS Y ESTA DISPUESTO EN UNA
CAPA ACTIVA DE MATERIAL SEMICONDUCTOR

SECCION B-B

) /////////////////%

‘\\\\\\\_\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\.\\\\\\\\\\\\\ \\'\\\\\\\\\‘-

(57) Resumen: La invencién se refiere a un dispositivo de chip
{1) que comprende una capa activa de material semicondutor (2)
la cual esta dividida en una primera zona (2a) que tiene un
componente eléctrico el cual es sensible a los efectos piezo-
eléctricos, vy en una sequnda zona (2b) con una pluralidad de
contactos (6) usados para el contacto eléctrico. La invencién
tiene el propésito de reducir los efectos piezoeléctricos en
el componente eléctrico (3) que es sensible a dichos efectos.
Para lograr esto, la capa activa de material semiconductor (2)
esta conectada con un substrato (5) exclusivamente en la zona
(2b) de los contactos {6} por medio de un material eléctrico
de contacto, siendo dicha conexidén mecanica y eléctrica y/o
térmica. La zona (2a) que contiene el coﬁponente eléctrico (3)
que es sensible a los efectos piezoeléctricos estd dispuesta a
una distancia.del substrato (5) y estd libre de material eléc-

trico de contacto.
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CERTIFICACION BE EXCEDENTE : 03 - 85,425
FECHA ¢ RIVIENBRE 26 DE 2003
et CONSIGNACIOCH fskd
BEPOSITANTE TIP) PABD BARCD CUERTA Ho. PRS0 FECHA PGB0 Vr. PABD
FERNANDD PEREI CONSIGNACION  BANCO POPULAR  ¢50-00110-6 82711 2671172003 3,002,200,00
15153 C C NCEPTOO 19
CARY. RENTISTICO CONCEPTD TQTAL CONCERTO
1 50003-01-09 DOTROS SERVICIOS DE PROPIEBAD 1 %9 OTROS SERVCICS ADMINISTRATIVOS 350,000. 00
TOTAL : $ 400,000,900

50M: CUAYROCIEMTOS MIL PESOS

REGPONSABLE L

/

RECIBC DE CAJR APLICADD AL EXPEDIEMTE Na.

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE FAGO SOLD PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO FODRA SER
SUSTITUIDA PDR NINGUN RECIBO.
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REQUISITOS NECESARIOS PARA PRESENTA Husicacion » MUK inbests falis &
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TRAMITE Tranite 3 811 ACT-PMNT 30 FREE MK AN PRSNIAC .
. bependencias aunmmmunmsmul T
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) USUARC  RADICADOR B
PATENTE DE INVENCION MODELO DE UTILIDAD () (%) B3
Indicacldn de que se solicitx (a rom:eslnn de una patente. {) (w,. } g} '
Datos d» keénlificacién del salicitante o de (2 persana qoe sa pmsenh lasolicltiud. | ) () 5
Descripcion te 1a lnvencldn. {) <) . i
Dibujos de yar esios pertinentns. {} y) *
C:nnpwh.mle e Pago de las tasas oslablecidas. _ B .:;.
COMPLETA ., () INCOMPLETA'.{ ) () 7
DISENO INDUSTRIAL { ) , §,
- Indicacion de que se solicita el registro de Disefio lnduslflal ( ) { ) . ::."'
- Datos de identiflcacion del solicitante o de la parsona que presetfa ' ({ ) { ). o
- la solicitud. ‘a, e
- Repreaentacion grafica y folografica del Disefio Induutnal o muestra del %
Material qque incorpora el disefo. ( ) ( }.
Comprobante de pago de las tasas establecidas ‘ () ()
COMPLETA () INCOMPLETA () () ;
ESQUEMA DE'TRAZADO () = :
- Indlcaclon de que solicita el registro de un Esquema de trazado. () ( ) '
- Datos de Identificacion del solcltante o de )a persona que presenta .
La solicitud. () ()
. Representacion grafica del esquema de trazado () ()
Gomprohante de pago de las {asas establecidas. () ()
COMPLETA ( ) INCOMPLETA () () ;
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
Oficlo
2020
Bogoté, D.C.,
61199
Doctora: Oficlo N°
Maria del Consuelo Zarama Urdaneta
Apoderado
Landis + GRY AG.
ASUNTO: Radicacién N° 03-112857
Solicitud internacional PCTAB2002/01211
Fecha inicio fase nacional 27101/2004
Tramite 011
Evento 379
Actuacién 430
Folios 001

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento el el articulo 38 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

0 La soliciud no contiene la traduccién de los ‘anexos del reporte de examen prellminar
Intemacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT).

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decislén 486, se le requiere
para que dentro del 1érmino de dos meses siguientes a la fecha de notificacién del
presents oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar
cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerarda abandonada y
perdera su prelacién.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capftulo quinto del tftulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

El anteror roquerimlento e., notificado por fijacion en lista de
fecha,__ 2004




